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Аннотация 

 

Выпускная квалификационная работа посвящена проблемам выращивания слоев 

GaAs/Si методом МЛЭ. Целью работы являлось экспериментальное исследование влияния 

условий зарождения и выращивания методом МЛЭ слоев GaAs/Si на их кристаллические 

свойства и морфологию их поверхности. Получены данные о влиянии способа 

зарождения, циклических отжигов на различных этапах роста и вставок слоев LT-GaAs на 

кристаллические свойства и морфологию поверхности эпитаксиальных слоев GaAs, 

выращенных на вицинальных подложках Si(001). Результаты получены с использованием 

методов дифракции быстрых электронов на отражение (ДБЭО), атомно-силовой 

микроскопии (АСМ), рентгеновской дифрактометрии (РД), просвечивающей электронной 

микроскопии (ПЭМ) и стационарной фотолюминесценции (ФЛ). 
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Наименование ВКР: МЛЭ GaAs на вицинальных подложках Si(001): влияние условий 

зарождения и роста на морфологию поверхности и кристаллические свойства 

эпитаксиальных слоев 

 

Объект исследования: Эпитаксиальные пленки GaAs, выращенные на отклонѐнных на 

 

Цель: Экспериментальное исследование влияния условий зарождения и выращивания 

методом МЛЭ слоев GaAs/Si на их кристаллические свойства и морфологию их 

поверхности. 

Методы исследования: Дифракция быстрых электронов на отражение (ДБЭО), атомно-

силовая микроскопия (АСМ), рентгеновская дифрактометрия (РД), просвечивающая 

электронная микроскопия (ПЭМ), стационарная фотолюминесценция (ФЛ). 

Научная новизна:  

Заключается в том, что впервые найдены условия зарождения слоев GaAs/Si с 

заданной ориентацией относительно оси отклонения подложки от грани (001) с 

использованием слоев GaP. Получены данные по влиянию ориентации пленок GaAs и 

GaAs/GaP на кристаллические свойства и морфологию поверхности эпитаксиальных 

слоев. Показано, что вставки низкотемпературных слоев GaAs снижают плотность 

пронизывающих дислокаций и улучшают морфологию поверхности. 
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Теоретическая/практическая значимость исследования:  

1) Разработана методика предэпитаксиальной очистки поверхности Si с 

использованием потока атомов Ga в установке МЛЭ соединений  AIIIBV;  

2) Полученные экспериментальные данные являются основой для создания 

технологии выращивания буферных слоев GaAs/Si методом МЛЭ для приборных 

применений. 

Область применения: Оптоэлектроника, солнечная энергетика, СВЧ электроника. 

Список ключевых слов: МЛЭ, соединения AIIIBV, подложка Si(001), морфология 

поверхности, кристаллические свойства, ориентация пленки, пронизывающие дислокации, 

дислокационный фильтр LT-GaAs. 
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